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摘 要

在本實驗過程中，使用液相沉積法在SiGe上成長二氧化矽薄膜，並改變沉積參數(溫度與硼酸溶液濃度)，而我們將以原子

力顯微鏡(AFM)來探討氧化層表面的型態。以化學分析電子光譜儀(ESCA)來分析元素之間的化學鍵結情形，並以能量分散

式X射線元素分析儀(EDS)來做氧化層表面以及縱深分析來了解在二氧化矽裡可能存在的化學元素組成。研究薄膜的化性與

電性。在最好的沉積條件下分別進行400℃、500℃以及600℃退火30秒，來跟未退火之二氧化矽作比較。我們發現退火可

以使氧化層固化並提高品質使漏電流減少。然後我們將其應用至元件上，我們發現在沉積速率越慢時，會造成薄膜的厚度

會不均勻，雖然降會造成漏電流密度上升，但也會造成元件對光的反應提升。
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